=~ Fraunhofer
IPMS

Fraunhofer-Institut flr Photonische
Mikrosysteme IPMS

O GIES
Raman-Mikrosko

Anwendungsgebiete Messdienstleistungen

Part of

Zerstorungsfreie lokale optische Analysen von
— MOEMS-Chips

— Wafern

— Bauelementen

— weitren Proben

Mikroskopische, spektrale
Materialcharakterisiserung im Bereich von
100 cm™ bis 4200 cm”'!

1333

Charakterisierung von kristallographischen
Eigenschaften

— Gitterstrukturen

— Kristallinitat

— Grenzflachen

Mechanische Spannungsanalysen (Stress)
Kompositions- und
Kontaminationsbestimmung

PTFE

SiC, diamond,
and amorphous C
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Contact

Dr. Peter Reinig
+49 351-8823-103
peter.reinig@ipms.fraunhofer.de
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Spezifikationen

Spektrometer

Laser-Kit
Mikroskop
Probenhalter

Erhitzung/Klhlung

spektrale Auflésung (FWHM)
spektrale Wiederholbarkeit

spektrale Stabilitat (innerhalb 7 Stunden)
Cutoff Wellenzahl (niedrig)

Cut-off Wellenzahl (niedrig) - optional
Cut-off Wellenzahl (hoch)

405 nm, 532 nm, 785 nm

Leica DM2700

X/Y/Z motorisiert
Hochgeschwindigkeitskodierung

aktive Proben-Erhitzung/-Kuhlung

1,0 cm™ / < 0,33 cm'/Pixel
< +/-0,01 cm™ (10)
< +/- 0,05 cm™ (10)
100 cm”

<50 cm’

<4200 cm”

> 45 mW (cw)

NPLAN-Objektive: 5x/NAO,12;
20x/NAO0,4; 50x/NAOQ,5; 100x/NAO,85
200 mm x 200 mm ProbengréBe

100 nm Positioniergenauigkeit

-196 °C - 1400 °C
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